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S26KL-S/S26KS-S HYPERFLASH™から HYPERBUS™
を備えた S26HL-T/S26HS-T SEMPER™フラッシュ
への移行  

本書について 

適用範囲と目的 

このアプリケーションノートは、65nm KL/KS-S HYPERFLASH™製品ファミリから 45nm HL/HS-T SEMPER™
フラッシュ製品ファミリへの移行のガイドラインを提供します。シームレスな移行を促進するために、
類似点および相違点について説明します。 

目次 
本書について ................................................................................................................................. 1 
目次  ............................................................................................................................................ 1 

1 はじめに ............................................................................................................................... 2 

2 機能比較 ............................................................................................................................... 3 
3 新機能セットのまとめ ........................................................................................................... 5 
3.1 シリアル フラッシュ検出可能パラメーター (SFDP) ......................................................................... 5 
3.2 オートブート .......................................................................................................................................... 5 
3.3 インターフェース CRC .......................................................................................................................... 5 
3.4 Endurance flexアーキテクチャ ............................................................................................................ 5 
3.5 レガシー (x1) SPIブート モード ........................................................................................................... 5 

4 コマンド セット比較 ............................................................................................................. 6 
4.1 シリアル フラッシュ検出可能パラメーター ................................................................................... 19 
4.2 固有 ID ................................................................................................................................................... 20 
4.3 ステータスおよびコンフィギュレーション レジスタ ................................................................... 20 
4.4 ECCステータス レジスタ ................................................................................................................... 20 
4.5 データ保護レジスタ ............................................................................................................................ 20 
4.6 オートブート レジスタ ....................................................................................................................... 21 
4.7 セクタ消去カウント レジスタ ........................................................................................................... 21 
4.8 インターフェース CRCレジスタ ....................................................................................................... 21 
4.9 Endurance flexアーキテクチャ (ウェア レベリング) レジスタ ..................................................... 22 
5 ハードウェア比較................................................................................................................. 23 
5.1 ハードウェア リセット ....................................................................................................................... 23 
5.2 DCパラメーター .................................................................................................................................. 23 
5.3 ピン静電容量値 .................................................................................................................................... 24 
5.4 ACパラメーター .................................................................................................................................. 25 
5.5 組込みアルゴリズム性能 .................................................................................................................... 26 

6 結論 ..................................................................................................................................... 27 

関連資料 ...................................................................................................................................... 28 
改訂履歴 ...................................................................................................................................... 29 

免責事項 ...................................................................................................................................... 30 
 
 



  

Application Note 2 of 30 002-27352 Rev. *A  
  2023-01-06 

S26KL-S/S26KS-S HYPERFLASH™から HYPERBUS™を備えた S26HL-
T/S26HS-T SEMPER™フラッシュへの移行 

  はじめに 

  

1 はじめに 
本書は S26KL/KS-S HYPERFLASH™製品ファミリから S26HL/HS-T SEMPER™製品ファミリへの移行のガイド
ラインを提供します。移行の際に起こりうる既知の問題をすべて説明します。 

S26KL/KS-S HYPERFLASH™デバイスは HYPERBUS™インターフェースを備えた 3.0 V/1.8 V NORフラッシュ 
メモリであり、 65 nm MIRRORBIT™プロセス技術をベースに開発されています。S26HL/HS-T SEMPER™フ
ラッシュ デバイスも HYPERBUS™およびレガシー (x1) SPIインターフェースを備えた 3.0 V/1.8 V NORフラ
ッシュ メモリですが、先進の 45 nm MIRRORBIT™プロセス技術をベースに開発されています。技術進歩
の中には高い周波数による高い速度 (200 MHz、400 MB/s)、インターフェース CRCによるインターフェー
ス データ整合性、および Endurance flexアーキテクチャ (ウェアレベリングを使用するメモリ アレイ分
割) による強化された耐久性/データ保持があります。新機能の詳細説明は S26HL/HS-Tデータシートを
参照してください。 
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2 機能比較 
S26HL/HS-Tは S26KL/KS-S機能セットのスーパーセットをサポートします。Table 1に機能の類似点およ
び相違点をまとめます。新機能セットのまとめでは、これらの相違点を詳細に説明します。 

Table 1 機能比較 

機能/パラメーター S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
技術ノード 45 nm MIRRORBIT™ 65 nm MIRRORBIT™ 
アーキテクチャ NOR フラッシュ NOR フラッシュ 
メモリ容量 512 Mb, 01 Gb 512 Mb 
インターフェース幅 x1, x8 x8 
電源電圧 1.70 V ～ 2.00 V 

2.70 V ～ 3.60 V 
1.70 V ～ 1.95 V 
2.70 V ～ 3.60 V 

読み出し (DDR) バンド幅 (1.8 V) 400 MB/s (200 MHz) 333 MB/s (166 MHz) 
読み出し (DDR) バンド幅 (3.0 V) 332 MB/s (166 MHz) 200 MB/s (100 MHz) 
プログラム バッファ サイズ 256 B または 512 B 512 B 
セクタ消去サイズ 4 KB および 256 KB 4 KB または 256 KB 
パラメーター セクタ サイズ 4 KB 4 KB 
パラメーター セクタ数 32 8 
セキュア シリコン領域 (SSR) 1024 B 1024 B 
高度セクタ保護 (ASP)  有 有 
一時停止/再開 消去/プログラム 消去/プログラム/メモリ 

アレイ CRC 
アドレス指定 HYPERBUS™ - 6 バイト 

SPI – 3 または 4 バイト 
HYPERBUS™ - 6 バイト 

ハードウェア リセット 有 有 
産業用 温度 
産業用プラス 温度 

–40°C ～ +85°C –40°C ～ +85°C 
–40°C ～ +105°C –40°C ～ +105°C 

車載用 AEC-Q100 グレード 3  温度 
車載用 AEC-Q100 グレード 2 温度 
車載用 AEC-Q100 グレード 1 温度 

–40°C ～ +85°C –40°C ～ +85°C 
–40°C ～ +105°C –40°C ～ +105°C 
–40°C ～ +125°C –40°C ～ +125°C 

ディープ パワーダウン 有 有 
デバイス ID  有 有 
共通フラッシュ インターフェース 無  有 
シリアル フラッシュ検出可能 
パラメーター (SFDP) 

有 無 

固有 ID 有 無 
オートブート 有 無 
メモリ アレイ CRC 有 有 
インターフェース CRC 有 無 
Endurance flex アーキテクチャ 有 無 
エラー訂正コード (ECC – SECDED) 有 有 
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機能/パラメーター S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
パッケージ 
512 Mb 
 

1 Gb 

24ボール BGA (6×8 mm, 5×5 ボール) 
 
 
24ボール BGA (8x8 mm, 5x5ボール) 

24ボール BGA 
(6×8 mm, 5×5 ボール) 

レガシー シングル SPIブート モード 有 無 
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3 新機能セットのまとめ 
S26HL/HS-Tデバイスの新しい機能をまとめます。詳細はデバイス データシートを参照してください。 

3.1 シリアル フラッシュ検出可能パラメーター (SFDP) 
シリアル フラッシュ検出可能パラメーター (SFDP) は JEDEC規格であり、内部パラメーター テーブルの
標準的な一式を使用してシリアル フラッシュ デバイスの機能と特長を記述する一貫性のある方法を提
供します。ホスト システム ソフトウェアはこれらのパラメーター テーブルを問い合わせ、異なるベン
ダーからの異なる機能に対応するために必要な調整ができます。 
インフィニオンはすべての SPI NORフラッシュ デバイスで SFDPに対応します。 

3.2 オートブート 
HYPERBUS™プロトコルは、読み出しコマンドを開始するためにコマンドとアドレスのシフトに 3クロッ
ク サイクル (48ビット) を必要とします。ブート コードを読み出すために、ホスト メモリ コントローラ
ーまたはプロセッサは固定されたステート マシンまたは内部 ROM コードから読み出しコマンドを提供
する必要があります。オートブートを使用し、リセット後に読み出しコマンドを発行する必要がなく、
ホスト メモリ コントローラーはブート コードを S26HL/HS-Tデバイスから直ちに受信できます。これに
より 3クロック サイクルを節約でき、ブート コード読み出しの開始に必要なロジックを簡単にします。 

3.3 インターフェース CRC 
ホストとスレーブ デバイス間の通信の最も重要な側面の 1つは、転送される情報の整合性を確保するこ
とです。巡回冗長検査 (CRC) は、デバイスで生データへの故意でない変更を検出するために一般的に使
用されるエラー検出コードです。インターフェース CRC に対応したスレーブ デバイスは、(ホストから
スレーブへまたはスレーブからホストへ) 転送されるデータ ブロックごとに CRC チェックサムと呼ばれ
る固定長のバイナリ シーケンスを計算します。ホスト デバイスも、転送される同じデータ ブロックで
それ自体の CRCチェックサムを計算する必要があります。ホストによって計算された CRCチェックサム
がスレーブによって生成されたチェックサムと一致しない場合、転送されるブロックにデータ エラーが
発生したことを示します。ホスト デバイスはデータ ブロックの再送要求などの訂正措置を取れます。 

S26HL/HS-Tはインターフェース CRC機能をサポートします。すべてのインターフェース データ (命令, 
アドレス, およびデータ) の CRCチェックサムを計算し、ホストがアクセスできるレジスタにチェックサ
ムを保存します。これにより、エラー発生時にホストは適切な措置を行えます。 

3.4 Endurance flexアーキテクチャ 
フラッシュ デバイスに対して多数のプログラム/消去サイクルが行われる場合、データ保持期間が短縮
し、デバイスの寿命が短くなる可能性があります。ユーザーは S26HL/HS-Tデバイスの Endurance flexア
ーキテクチャ技術を使用し、信頼性を向上させるためにメモリ アレイを高耐久性または長期データ保持
のパーティションに設定できます。高耐久性パーティションでのプログラム/消去サイクルを強化するた
めに、高耐久性パーティションに含まれるセクタ間でプログラム/消去サイクルを均等に分配するウェア
レベリングが使用されます。 

3.5 レガシー (x1) SPIブート モード 
S26HL/HS-T SEMPER™フラッシュ デバイスは、SFDPを読み出し、メモリ アレイのアクセス (ブート コー
ド読み出し), デバイス設定, および HYPERBUS™インターフェース モードへの移行を可能にする限られた
命令セットに対応するレガシー (x1) シングル SPI (1S-1S-1S) インターフェース モードに対応します。 

Note: サポートされる SPI命令の詳細はデバイス データシートを参照してください。 
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4 コマンド セット比較 
Table 2に各デバイスでサポートされるコマンドをまとめます。相違点は以降のセクションで説明します。 

Table 2 コマンド セット比較 

トランザクション 説明 サイクル S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
RDMARY_1_0 読み出しトランザクションはメモリ アレイ 

データを特定のアドレスで読み出し、それ
を DQ[7:0]に配置します。 

1 有 有 

ENSPIM_3_0 SPI 開始トランザクションはデバイス イン
ターフェースを HYPERBUS™ からレガシー 
(x1) SPI に変更します。 

3 有 無 

SRASOE_1_0 ソフトウェア リセット/ASO 終了トランザ
クションはデバイスが ASO に入ったときに
デバイスをメモリ アレイ データ読み出し
モードに戻します。また、デバイスがビジ
ーでないとき、またはトランザクション シ
ーケンス中、または ASO に入ったときに
SR0[5,4,3,1,0]をクリアします。 

1 有 有 

ENTDPD_3_0 ディープ パワー ダウン モード開始トラン
ザクションはデバイスを最低消費電力モー
ドに移行させます。 

3 有 有 

RDVSTR_2_0 ステータス レジスタ読み出しトランザクシ
ョンはステータス レジスタ内容を読み出
し、DQ[7:0]にデータを配置します。 

2 有 有 

CLVSTR_1_0 ステータス レジスタ失敗フラグ クリア ト
ランザクションは報告中の失敗フラグをす
べてリセットします。 

1 有 有 

PRNPOR_4_0 不揮発性 POR タイマー レジスタ プログラ
ム トランザクションは、tPOR_CK (25～42μs) 
の倍数である値を 16 ビット PORタイマー 
レジスタにプログラムし、tVCS が経過した
後の RSTO#パルスの拡張長さを定義し、
DQ[7:0]にデータを配置します。 

4 有 有 

RDNPOR_4_0 不揮発性 POR タイマー レジスタ読み出し
トランザクションは 16 ビット POR タイマ
ー レジスタの内容を読み出し、それを
DQ[7:0]に配置します。 

4 有 有 

PGVINC_4_0 揮発性割込みコンフィギュレーション レジ
スタ プログラム トランザクションは、
DQ[7:0]に配置されたデータで 16 ビット割
込みコンフィギュレーション レジスタをプ
ログラムします。 

4 有 有 

RDVINC_4_0 揮発性割込みコンフィギュレーション レジ
スタ読み出しトランザクションは 16 ビッ
ト割込みコンフィギュレーションレジスタ
の内容を読み出し、それを DQ[7:0]に配置
します。 

4 有 有 
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トランザクション 説明 サイクル S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
PGVINS_4_0 揮発性割込みステータス レジスタ プログ

ラム トランザクションは、DQ[7:0]に配置さ
れたデータで 16 ビット割込みステータス 
レジスタをプログラムします。 

4 有 有 

RDVINS_4_0 揮発性割込みステータス レジスタ読み出し
トランザクションは 16 ビット割込みステ
ータス レジスタの内容を読み出し、それを
DQ[7:0]に配置します。 

4 有 有 

PGVCR1_4_0 揮発性コンフィギュレーション レジスタ 
プログラム 1 トランザクションは、DQ[7:0]
に配置されたデータで 16 ビット揮発性コ
ンフィギュレーション レジスタ 0 をプログ
ラムします。 

4 有 有 

PGVCR2_4_0 揮発性コンフィギュレーション レジスタ 
プログラム 2 トランザクションは、DQ[7:0]
に配置されたデータで 16 ビット揮発性コ
ンフィギュレーション レジスタ 1 をプログ
ラムします。 

4 有 有 

RDVCR1_4_0 揮発性コンフィギュレーション レジスタ読
み出し 1 トランザクションは 16 ビット揮
発性コンフィギュレーション レジスタ 0の
内容を読み出し、それを DQ[7:0]に配置し
ます。 

4 有 有 

RDVCR2_4_0 揮発性コンフィギュレーション レジスタ読
み出し 2 トランザクションは 16 ビット揮
発性コンフィギュレーション レジスタ 1の
内容を読み出し、それを DQ[7:0]に配置し
ます。 

4 有 有 

PGNCR1_4_0 不揮発性コンフィギュレーション レジスタ 
プログラム 1 トランザクションは、DQ[7:0]
に配置されたデータで 16 ビット不揮発性
コンフィギュレーション レジスタ 0 をプロ
グラムします。 

4 有 有 

PGNCR2_4_0 不揮発性コンフィギュレーション レジスタ 
プログラム 2 トランザクションは、DQ[7:0]
に配置されたデータで 16 ビット不揮発性
コンフィギュレーション レジスタ 1 をプロ
グラムします。 

4 有 有 

ERNC12_3_0 不揮発性コンフィギュレーション レジスタ
消去 1 と 2 トランザクションは 2つの 16 ビ
ット不揮発性コンフィギュレーションレジ
スタ (0、1) の内容を消去します。 

3 有 有 

RDNCR1_4_0 不揮発性コンフィギュレーション レジスタ
読み出し 1 トランザクションは 16 ビット
不揮発性コンフィギュレーションレジスタ
0 の内容を読み出し、それを DQ[7:0]に配置
します。 

4 有 有 
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トランザクション 説明 サイクル S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
RDNCR2_4_0 不揮発性コンフィギュレーション レジスタ

読み出し 2 トランザクションは 16 ビット
不揮発性コンフィギュレーションレジスタ
1 の内容を読み出し、それを DQ[7:0]に配置
します。 

4 有 有 

PGWORD_4_0 ワード プログラム トランザクションは、
DQ[7:0]で供給されたデータ ワード (全ビッ
ト 0) をアドレス指定されたメモリアレイに
プログラムします。 

4 有 有 

LDBUFR_6_0 書き込みバッファ ロード トランザクショ
ンは、DQ[7:0]で供給された最大 256/512 バ
イトのデータ (全ビット 0) を書き込みバッ
ファにロードします。 

6 有 有 

PGBFCM_1_0 書き込みバッファ プログラム確認トランザ
クションはデバイスに、書き込みバッファ
にロードされたデータをアドレス指定され
たメモリ アレイにプログラムさせます。 

1 有 有 

RSTWBA_3_0 バッファ書き込み中止リセット トランザク
ションはステータス レジスタのバッファ書
き込み中止ステータス フラグ(WRBFAB - 
STRV[3]) をリセットします。 

3 有 有 

ERCHIP_6_0 チップ消去トランザクションは、フラッシ
ュ メモリ アレイ全体のすべてのビットを 1 
にセットします (全バイトは FFhです)。  

6 有 有 

ERSCTR_6_0 セクタ消去トランザクションはアドレス指
定された 256KB セクタまたは 4KB セクタの
すべてのビットを 1 にセットします (全バ
イトは FFh です)。 

6 有 有 

BLKCHK_1_0 ブランク チェック トランザクションは選
択されたフラッシュ メモリ アレイ セクタ
が完全に消去されたかどうかを確認しま
す。ERSERR (STRV[5] - ステータス レジスタ
のビット 5) が、セクタが消去された場合は
0 にクリアされ、セクタが消去されていな
い場合は 1 にセットされます。 

1 有 有 

EVERST_1_0 消去ステータス判定トランザクションは、
アドレス指定されたセクタの前回の消去動
作が正常に完了したかを確認します。選択
されたセクタが正常に消去された場合、
SESTAT (STRV[5] - ステータス レジスタのビ
ット 0) が 1 にセットされます。 

1 有 有 

SPERSE_1_0 消去一時停止トランザクションはシステム
に消去動作を中断させます。 

1 有 有 

RSERSE_1_0 消去再開トランザクションはシステムに消
去動作を再開させます。 

1 有 有 

SPPROG_1_0 プログラム一時停止トランザクションはシ
ステムにプログラム動作を中断させます。 

1 有 有 
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トランザクション 説明 サイクル S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
RSPROG_1_0 プログラム再開トランザクションはシステ

ムにプログラム動作を再開させます。 

1 有 有 

IDSFE1_3_1 

ASO 
デバイス

ID 
固有 ID 

SFDP 

ID/固有 ID/SFDP ASO 開始 1 トラ
ンザクションはデバイス ID, 固
有 ID, および SFDP パラメーター
を読み出します。この開始トラ
ンザクションはコマンド内のセ
クタアドレス (SA)を使用し、ど
のセクタを重ねるかを決定しま
す。 

3 有 有 

IDSFE2_1_1 ID/固有 ID/SFDP ASO 開始 2 トラ
ンザクションはデバイス ID, 固
有 ID, および SFDP パラメーター
を読み出します。この開始トラ
ンザクションはコマンド内のセ
クタアドレス (SA)を使用し、ど
のセクタを重ねるかを決定しま
す。 

1 有 有 

RDIDSF_1_1 ID/固有 ID/SFDP 読み出しトラン
ザクションは特定のアドレスで
デバイス ID, 固有 ID, および
SFDPパラメーターを読み出
し、それを DQ[7:0]に配置しま
す。 

1 有 有 

ASOEXT_1_1 ASO 終了トランザクションはデ
バイスが ASO に入ったときにデ
バイスをメモリアレイデータ読
み出しモードに戻します。いず
れかの ASO 開始コマンドが発行
されると、デバイスを読み出し
モードにリセットするために
ASO 終了コマンドを発行する必
要があります。 

1 有 有 

SSRENT_3_1 

ASO 
セキュア 
シリコン 
領域 

セキュア シリコン領域 ASO 開始
トランザクションはセキュア シ
リコン領域へのアクセスを許可
します。この開始トランザクシ
ョンはコマンド内のセクタ アド
レス (SA) を使用し、どのセクタ
を重ねるかを決定します。 

3 有 有 

RD_SSR_1_1 セキュア シリコン領域読み出し
トランザクションは特定のアド
レスでセキュア シリコン領域の
データを読み出し、それを
DQ[7:0]に配置します。 

1 有 有 

PG_SSR_4_1 セキュア シリコン領域ワードプ
ログラムトランザクションは、
DQ[7:0]で供給されたデータワー

4 有 有 
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トランザクション 説明 サイクル S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
ド (全ビット 0) をアドレス指定
されたセキュアシリコン領域に
プログラムします。 

LDBSSR_5_1 セキュア シリコン領域バッファ
ロードトランザクションは、
DQ[7:0]で供給された最大
256/512 バイトのデータ (全ビッ
ト 0) を書き込みバッファにロー
ドします。 

5 有 有 

PGCSSR_1_1 セキュア シリコン領域バッファ 
プログラム確認トランザクショ
ンはデバイスに、書き込みバッ
ファにロードされたデータをア
ドレス指定されたセキュアシリ
コン領域にプログラムさせま
す。 

1 有 有 

RSWSSR_3_1 バッファ書き込み中止リセット 
トランザクションはステータス 
レジスタのバッファ書き込み中
止ステータスフラグ (WRBFAB - 
STRV[3]) をリセットします。 

3 有 有 

ASOEXT_1_1 ASO 終了トランザクションはデ
バイスが ASO に入ったときにデ
バイスをメモリ アレイ データ読
み出しモードに戻します。いず
れかの ASO 開始コマンドが発行
されると、デバイスを読み出し
モードにリセットするために
ASO 終了コマンドを発行する必
要があります。 

1 有 有 

ASPENT_3_1 ASO 
高度セク
タ保護 

高度セクタ保護 ASO 開始トラン
ザクションは高度セクタ保護コ
ンフィギュレーション レジスタ
へのアクセスを許可します。こ
の開始トランザクションは重ね
合わせるために開始トランザク
ションからのセクタ アドレスを
使用しません。ASP コンフィギ
ュレーション レジスタはデバイ
ス アドレス空間のワード位置 0 
に現れます。 

3 有 有 

PGOASP_2_1 ワンタイム プログラマブル高度
セクタ保護レジスタ プログラム 
トランザクションは、DQ[7:0]に
配置されたデータで 16 ビット
OTP ASP コンフィギュレーショ
ン レジスタをプログラムしま
す。 

2 有 有 
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トランザクション 説明 サイクル S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
RDOASP_1_1 ワンタイム プログラマブル高度

セクタ保護レジスタ読み出しト
ランザクションはデバイス アド
レス 0 での 16 ビット OTP ASP 
コンフィギュレーション レジス
タの内容を読み出し、それを
DQ[7:0]に配置します。 

1 有 有 

ASOEXT_1_1 ASO 終了トランザクションはデ
バイスが ASO に入ったときにデ
バイスをメモリ アレイ データ読
み出しモードに戻します。いず
れかの ASO 開始コマンドが発行
されると、デバイスを読み出し
モードにリセットするために
ASO 終了コマンドを発行する必
要があります。 

1 有 有 

PWDENT_3_1 

ASO 
パスワー
ド 

パスワード ASO 開始トランザク
ションは 64 ビット パスワード
へのアクセスを許可します。こ
の開始トランザクションは重ね
合わせるために開始トランザク
ションからのセクタ アドレスを
使用しません。パスワードは、
デバイス アドレス空間のワード
位置 0～3 に現れます。 

3 有 有 

PGNPWD_2_1 不揮発性パスワード プログラム 
トランザクションは、DQ[7:0]に
配置されたデータで 64 ビット 
パスワードをプログラムしま
す。 

2 有 有 

RDNPWD_1_1 不揮発性パスワード読み出しト
ランザクションはデバイス アド
レス 0～3 での 64 ビット パスワ
ードの内容を読み出し、それを
DQ[7:0]に配置します。 

1 有 有 

ULNPWD_7_1 不揮発性パスワード ロック解除
トランザクションはデバイス ア
クセスをロック解除するために
DQ[7:0]での 64 ビット パスワー
ドを入力します。 

7 有 有 

ASOEXT_1_1 ASO 終了トランザクションはデ
バイスが ASO に入ったときにデ
バイスをメモリ アレイ データ読
み出しモードに戻します。いず
れかの ASO 開始コマンドが発行
されると、デバイスを読み出し
モードにリセットするために

1 有 有 
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トランザクション 説明 サイクル S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
ASO 終了コマンドを発行する必
要があります。 

PPBENT_3_1 

ASO 
持続的保
護ビット 

持続的保護ビット ASO 開始トラ
ンザクションはセクタに対応す
る持続的保護ビット (PPB) への
アクセスを許可します。この開
始トランザクションは重ね合わ
せるために開始トランザクショ
ンからのセクタアドレスを使用
しません。セクタの PPB ビット
はセクタ内のすべてのワード位
置のビット 0 に現れます。 

3 有 有 

PGNPPB_2_1 不揮発性持続的保護ビットプロ
グラムトランザクションは、
DQ[7:0]に配置されたデータでセ
クタに対応する PPB ビットをプ
ログラムします。セクタの PPB 
ビットはセクタ内のすべてのワ
ード位置のビット 0 に現れま
す。 

2 有 有 

ERNPPB_2_1 不揮発性持続的保護ビット消去
トランザクションはすべての
PPB ビットを消去します。 

2 有 有 

RSWPPB_3_1 バッファ書き込み中止リセット 
トランザクションは、PPB プロ
グラム失敗に起因したステータ
ス レジスタのバッファ書き込み
中止ステータス フラグ (WRBFAB 
- STRV[3]) をリセットします。 

3 有 有 

RDNPPB_1_1 不揮発性持続的保護ビット読み
出しトランザクションはセクタ
に対応する PPB ビットを読み出
し、それを DQ[7:0]に配置しま
す。セクタの PPB ビットはセク
タ内のすべてのワード位置のビ
ット 0 に現れます。 

1 有 有 

PRTSTS_2_1 セクタ保護ステータストランザ
クションはアドレス指定された
セクタの保護ステータスを提供
します。SA保護ステータス読み
出し中のデータ出力は、指定さ
れたセクタがビット 0～2 で保護
されているかどうかを示しま
す。 
ビット 0: 指定されたセクタが保
護されるかどうかを示します 
(0= 保護、1= 非保護) 。 

2 有 有 
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トランザクション 説明 サイクル S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
ビット 1: セクタの DYB ビットに
より保護されます (0=保護、1=
非保護)。 
ビット 2: セクタの PPB ビットに
より保護されます (0=保護、1=
非保護)。 
ビット 3～15 はすべて 1 です。 

ASOEXT_1_1 ASO 終了トランザクションはデ
バイスが ASO に入ったときにデ
バイスをメモリ アレイ データ読
み出しモードに戻します。いず
れかの ASO 開始コマンドが発行
されると、デバイスを読み出し
モードにリセットするために
ASO 終了コマンドを発行する必
要があります。 

1 有 有 

PPLENT_3_1 

ASO 
PPB  
ロック 

持続的保護ロック ASO 開始トラ
ンザクションはグローバルな持
続的保護ロック ビットへのアク
セスを許可します。この開始ト
ランザクションは重ね合わせる
ために開始トランザクションか
らのセクタ アドレスを使用しま
せん。グローバルな持続的保護
ロック ビットはデバイスのすべ
てのワード位置のビット 0 に現
れます。 

3 有 有 

CLVPPL_2_1 揮発性持続的保護ロック クリア 
トランザクションはグローバル
な持続的保護ロック ビットをク
リアします。 

2 有 有 

RDVPPL_1_1 揮発性持続的保護ロック読み出
しトランザクションはグローバ
ルな持続的保護ロック ビットを
読み出し、それを DQ[7:0]に配置
します。PPL ビットはセクタ内
のすべてのワード位置のビット
0 に現れます。 

1 有 有 

ASOEXT_1_1 ASO 終了トランザクションはデ
バイスが ASO に入ったときにデ
バイスをメモリ アレイ データ読
み出しモードに戻します。いず
れかの ASO 開始コマンドが発行
されると、デバイスを読み出し
モードにリセットするために
ASO 終了コマンドを発行する必
要があります。 

1 有 有 
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トランザクション 説明 サイクル S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
DYBENT_3_1 

ASO 
ダイナミ
ック保護
ビット 

ダイナミック保護ビット ASO 開
始トランザクションはセクタに
対応するダイナミック保護ビッ
ト (DYB) へのアクセスを許可し
ます。この開始トランザクショ
ンは重ね合わせるために開始ト
ランザクションからのセクタ ア
ドレスを使用しません。セクタ
の DYBB ビットはセクタ内のす
べてのワード位置のビット 0 に
現れます。 

3 有 有 

STVDYB_2_1 揮発性ダイナミック保護ビット 
セット トランザクションは、
DQ[7:0]に配置されたデータでセ
クタに対応する DYB ビットをセ
ットします。セクタの DYB ビッ
トはセクタ内のすべてのワード
位置のビット 0 に現れます。 

2 有 有 

CLVDYB_2_1 揮発性ダイナミック保護ビット 
クリア トランザクションは、
DQ[7:0]に配置されたデータでセ
クタに対応する DYB ビットをク
リアします。セクタの DYB ビッ
トはセクタ内のすべてのワード
位置のビット 0 に現れます。 

2 有 有 

RDVDYB_1_1 揮発性ダイナミック保護ビット
読み出しトランザクションはセ
クタに対応する DYB ビットを読
み出し、それを DQ[7:0]に配置し
ます。セクタの DYB ビットはセ
クタ内のすべてのワード位置の
ビット 0 に現れます。 

1 有 有 

PRTSTS_2_1 セクタ保護ステータス トランザ
クションはアドレス指定された
セクタの保護ステータスを提供
します。SA保護ステータス読み
出し中のデータ出力は、指定さ
れたセクタがビット 0～2 で保護
されているかどうかを示しま
す。 
ビット 0: 指定されたセクタが保
護されるかどうかを示します 
(0=保護、1=非保護)。 
ビット 1: セクタの DYB ビットに
より保護されます (0=保護、1=
非保護)。 
ビット 2: セクタの PPB ビットに
より保護されます (0=保護、1=

2 有 有 
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トランザクション 説明 サイクル S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
非保護)。 
ビット 3～15 はすべて 1 です。 

ASOEXT_1_1 ASO 終了トランザクションはデ
バイスが ASO に入ったときにデ
バイスをメモリ アレイ データ読
み出しモードに戻します。いず
れかの ASO 開始コマンドが発行
されると、デバイスを読み出し
モードにリセットするために
ASO 終了コマンドを発行する必
要があります。 

1 有 有 

ECCENT_3_1 

ASO 
エラー訂
正コード 

エラー訂正 (ECC) ASO 開始トラ
ンザクションはフラッシュ メモ
リ アレイの任意のハーフページ
のエラー訂正アクション (ECC ス
テータス) へのアクセスを許可
します。 

3 有 有 

RDECST_1_1 エラー訂正 (ECC) ステータス読
み出しトランザクションはアド
レス指定されたハーフページの
ECCステータス値を DQ[7:0]に提
供します。ステータスの単一ワ
ードはハーフページ内の任意の
ワード位置に現れます。 

1 有 有 

RDADTL_2_1 アドレス トラップ レジスタ下位
ワード読み出しトランザクショ
ンは、DQ[7:0]でのアドレス トラ
ップ レジスタ(32 ビット) に格納
されたエラー訂正アクション 
(ECC) 関連のアドレス値の下位
16 ビットを提供します。 

2 有 有 

RDADTU_2_1 アドレス トラップ レジスタ上位
ワード読み出しトランザクショ
ンは、DQ[7:0]でのアドレス トラ
ップ レジスタ(32 ビット) に格納
されたエラー訂正アクション 
(ECC) 関連のアドレス値の上位
16 ビットを提供します。 

2 有 有 

RDCONT_2_1 ECC カウント値レジスタ読み出
しトランザクションはエラー訂
正アクション数の ECC カウント
を DQ[7:0]に提供します。 

2 有 有 

CLRECC_1_1 ECC エラー ステータス失敗フラ
グ クリア トランザクションは報
告中の失敗フラグと割り込みを
すべてリセットします。 

1 有 有 

ASOEXT_1_1 ASO 終了トランザクションはデ
バイスが ASO に入ったときにデ

1 有 有 
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トランザクション 説明 サイクル S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
バイスをメモリ アレイ データ読
み出しモードに戻します。いず
れかの ASO 開始コマンドが発行
されると、デバイスを読み出し
モードにリセットするために
ASO 終了コマンドを発行する必
要があります。 

ICRCEN_3_1 

ASO 
インター
フェース

CRC 

インターフェース CRC レジスタ
ASO 開始トランザクションはイ
ンターフェース CRC レジスタの
内容へのアクセスを許可しま
す。インターフェース CRC レジ
スタ ASO を終了すると、インタ
ーフェース CRCレジスタはクリ
アされます。 

3 有 無 

RDICRC_1_1 揮発性インターフェース CRC レ
ジスタ読み出しトランザクショ
ンはインターフェース CRC レジ
スタの内容を DQ[7:0]に提供しま
す。アドレス 0x00 と 0x01 は下
位と上位の 16 ビット インター
フェース CRCレジスタ値を定義
します。 

1 有 無 

ASOEXT_1_1 ASO 終了トランザクションはデ
バイスが ASO に入ったときにデ
バイスをメモリ アレイ データ読
み出しモードに戻します。いず
れかの ASO 開始コマンドが発行
されると、デバイスを読み出し
モードにリセットするために
ASO 終了コマンドを発行する必
要があります。 

1 有 無 

DICREN_3_1 

ASO 
データ整
合性 CRC 

データ整合性 CRC レジスタ ASO 
開始トランザクションはデータ
整合性 CRC チェックサムへのア
クセスを許可します。データ整
合性 CRC 計算が一時停止されな
い間、データ整合性 CRC ASO は
フラッシュ メモリ アレイ全体を
重ね合わせます。CRC 計算が一
時停止されたとき、フラッシュ 
メモリアレイは読み出し可能に
なります。 

3 有 有 

LDSTAD_1_1 開始アドレス ロード トランザク
ションはデータ整合性 CRC の開
始アドレス位置をロードしま
す。 

1 有 有 
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トランザクション 説明 サイクル S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
LDENAD_1_1 終了アドレス ロード トランザク

ションはデータ整合性 CRC の終
了アドレス位置をロードしま
す。 

1 有 有 

SP_DIC_1_1 データ整合性 CRC 一時停止トラ
ンザクションはシステムにデー
タ整合性 CRC 計算動作を中断さ
せます。 

1 有 有 

RDCMRY_1_1 データ整合性 CRC 一時停止中の
メモリ アレイ読み出しトランザ
クションは特定のアドレスでメ
モリアレイ データを読み出し、
それを DQ[7:0]に配置します。 

1 有 有 

RS_DIC_1_1 データ整合性 CRC 再開トランザ
クションはシステムに一時停止
中のデータ整合性 CRC 計算動作
を再開させます。 

1 有 有 

RDDICL_2_1 データ整合性 CRC レジスタ下位
ワード読み出しトランザクショ
ンはデータ整合性 CRC チェック
サムの下位 16 ビットを DQ[7:0]
に提供します。 

2 有 有 

RDDICU_2_1 データ整合性 CRC レジスタ上位
ワード読み出しトランザクショ
ンはデータ整合性 CRC チェック
サムの上位 16 ビットを DQ[7:0]
に提供します。 

2 有 有 

ASOEXT_1_1 ASO 終了トランザクションはデ
バイスが ASO に入ったときにデ
バイスをメモリ アレイ データ読
み出しモードに戻します。いず
れかの ASO 開始コマンドが発行
されると、デバイスを読み出し
モードにリセットするために
ASO 終了コマンドを発行する必
要があります。 

1 有 有 

ATBNEN_3_1 

ASO 
オート 
ブート 

不揮発性オートブート レジスタ
ASO 開始トランザクションはオ
ートブート レジスタへのアクセ
スを許可します。この開始トラ
ンザクションは開始トランザク
ションからのセクタ アドレスを
使用しません。 

3 有 無 

PGNATB_2_1 不揮発性オートブート レジスタ 
プログラム トランザクション
は、DQ[7:0]に配置されたデータ
で 16 ビット不揮発性オートブー

2 有 無 
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トランザクション 説明 サイクル S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
ト レジスタをプログラムしま
す。 

RDATBN_1_0 不揮発性オートブート レジスタ
読み出しトランザクションは 32 
ビット不揮発性オートブート レ
ジスタの内容を読み出し、それ
を DQ[7:0]に配置します。アドレ
ス 0x00 と 0x01 は下位と上位の
16 ビットオートブート レジスタ
値を定義します。 

1 有 無 

ASOEXT_1_1 ASO 終了トランザクションはデ
バイスが ASO に入ったときにデ
バイスをメモリ アレイ データ読
み出しモードに戻します。いず
れかの ASO 開始コマンドが発行
されると、デバイスを読み出し
モードにリセットするために
ASO 終了コマンドを発行する必
要があります。 

1 有 無 

SECTEN_3_1 

ASO 
セクタ消
去カウン
ト 

セクタ消去カウント揮発性レジ
スタ ASO 開始トランザクション
はセクタ消去カウント レジスタ
へのアクセスを許可します。こ
の開始トランザクションは開始
トランザクションからのセクタ 
アドレスを使用しません。 

3 有 無 

LDSRAD_2_1 セクタ アドレス ロード トラン
ザクションは消去カウントが対
象となるセクタ アドレスをロー
ドします。 

2 有 無 

RDSECV_1_0 揮発性セクタ消去カウント レジ
スタ読み出しトランザクション
は 16 ビット揮発性セクタ消去カ
ウント レジスタの内容を読み出
し、それを DQ[7:0]に配置しま
す。 

1 有 無 

ASOEXT_1_1 ASO 終了トランザクションはデ
バイスが ASO に入ったときにデ
バイスをメモリ アレイ データ読
み出しモードに戻します。いず
れかの ASO 開始コマンドが発行
されると、デバイスを読み出し
モードにリセットするために
ASO 終了コマンドを発行する必
要があります。 

1 有 無 

ENX_EN_3_1 Endurance flex ポインタ選択 (パ
ーティション) ワンタイム プロ
グラマブル レジスタ ASO 開始ト

3 有 無 
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トランザクション 説明 サイクル S26HL/HS-T S26KL/KS-S 

ASO 
Enduranc

e Flex 

ランザクションは Endurance 
flex ポインタ レジスタへのアク
セスを許可します。この開始ト
ランザクションは開始トランザ
クションからのセクタ アドレス
を使用しません。 

PGOENX_2_1 ワンタイム プログラマブル
Endurance flex レジスタ[4:0]プロ
グラム トランザクションは、
DQ[7:0]に配置されたデータでワ
ンタイム プログラマブル
Endurance flex レジスタ[3:0]をプ
ログラムします。アドレス 0x00, 
0x01, 0x02, 0x03, および 0x04 は 4
つの Endurance flex レジスタ値
を定義します。 

2 有 無 

RDOENX_1_1 ワンタイム プログラマブル
Endurance flex レジスタ[4:0] 読
み出しトランザクションはワン
タイムプログラマブル
Endurance flex レジスタ[3:0]を読
み出し、それを DQ[7:0]に配置し
ます。アドレス 0x00, 0x01, 0x02, 
0x03, および 0x04 は 4つの
Endurance flex レジスタ値を定義
します。 

1 有 無 

ASOEXT_1_1 ASO 終了トランザクションはデ
バイスが ASO に入ったときにデ
バイスをメモリ アレイ データ読
み出しモードに戻します。いず
れかの ASO 開始コマンドが発行
されると、デバイスを読み出し
モードにリセットするために
ASO 終了コマンドを発行する必
要があります。 

1 有 無 

 

4.1 シリアル フラッシュ検出可能パラメーター 
S26KL/KS-Sでサポートされるメーカー/デバイス IDおよび共通フラッシュ インターフェース (CFI) テー
ブルに加えて、S26HL/HS-Tはシリアル フラッシュ検出可能パラメーター (SFDP) もサポートします。
SFDPは JEDEC (JEDEC-216B) によって定義され、SFDPパラメーターを識別するヘッダ テーブルを含みま
す。Table 3に両方のデバイス ファミリのアドレス マップの概要を示します。 
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Table 3 S26HL/HS-Tおよび S26KL/KS-Sの SFDP, ID, CFIアドレス マップの概要 

開始ワード アドレス S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
(SA) + 0000h ～ 0000Fh – デバイス ID 
(SA) + 0010h ～ 00079h – CFI データ 
(SA) + 0000h  SFDP – 
(SA) + 0800h  デバイス ID – 
 

4.2 固有 ID 
S26HL/HS-Tでは、デバイスごとに 64ビット固有番号があります。S26KL/KS-Sは固有 IDをサポートしま
せん。Table 4に S26HL/HS-Tの固有 IDのアドレス マップを示します。 

Table 4 S26HL/HS-Tの固有 IDアドレス マップの概要 

開始ワード アドレス S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
(SA) + 0200h  固有 ID – 

4.3 ステータスおよびコンフィギュレーション レジスタ 
S26HL/HS-Tと S26KL/KS-Sデバイスの動作状態は内部コンフィギュレーション レジスタによって設定さ
れます。一方、ステータス レジスタはデバイスの組込みアルゴリズム動作中のステータスを提供しま
す。Table 5に各デバイスにサポートされるレジスタをまとめます。 

Table 5 ステータスおよびコンフィギュレーション レジスタ セット比較 

レジスタ タイプ S26HL/HS-T S26KL/KS-S 同じか? 
ステータス レジスタ 有 有 有 
コンフィギュレーション レジスタ 1 有 有 無 
コンフィギュレーション レジスタ 2 有 − 該当なし 

各コンフィギュレーション/ステータス ビットのタイプおよび機能はデバイス データシートを参照して
ください。 

4.4 ECCステータス レジスタ 
S26HL/HS-Tと S26KL/KS-Sの両方のデバイスは ECC保護メモリ コアを持ち、ECCステータス報告用のレ
ジスタを提供します。Table 6に各デバイスにサポートされるレジスタをまとめます。 

Table 6 ECCレジスタ セット比較 

レジスタ タイプ S26HL/HS-T S26KL/KS-S 同じか? 
ECC ステータス 有 有 無 
アドレス トラップ レジスタ 有 有 有 
ECC カウント レジスタ 有 有 有 

各レジスタ ビットのタイプおよび機能はデバイス データシートを参照してください。 

4.5 データ保護レジスタ 
S26HL/HS-Tと S26KL/KS-Sの両方のデバイスはデータを消去/プログラムから保護する高度セクタ保護 
(ASP) をサポートします。Table 7に各デバイスにサポートされるレジスタをまとめます。 
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Table 7 ASPレジスタ セット比較 

レジスタ タイプ S26HL/HS-T S26KL/KS-S 同じか? 
高度セクタ保護レジスタ 有 有 無 
パスワード レジスタ 有 有 有 
PPB ロック レジスタ 有 有 有 
PPB アクセス レジスタ 有 有 有 
DYB アクセス レジスタ 有 有 有 

各レジスタ ビットのタイプおよび機能はデバイス データシートを参照してください。 

4.6 オートブート レジスタ 
S26HL/HS-Tは、リセット (POR, ハードウェア リセット, ソフトウェア リセット, デフォルト回復) の後に
読み出し命令を発行する必要がなく、ホスト マスター コントローラーがすぐにブート コードを実行で
きるオートブート機能をサポートします。S26KL/KS-Sはオートブートをサポートしません。Table 8に
各デバイスにサポートされるレジスタをまとめます。 

Table 8 オートブート レジスタ セット比較 

レジスタ タイプ S26HL/HS-T S26KL/KS-S 同じか? 
オートブート レジスタ 有 – 該当なし 

各レジスタ ビットのタイプおよび機能はデバイス データシートを参照してください。 

4.7 セクタ消去カウント レジスタ 
S26HL/HS-Tは、各セクタが消去された回数を読み出すセクタ消去カウント (SEC) 機能をサポートしま
す。SECコマンドは、アドレス指定されたセクタの正常な消去サイクル数を出力します。S26KL/KS-Sは
SECをサポートしません。Table 9に各デバイスにサポートされるレジスタをまとめます。 

Table 9 SECレジスタ セット比較 

レジスタ タイプ S26HL/HS-T S26KL/KS-S 同じか? 
セクタ消去カウント レジスタ 有 – 該当なし 

各レジスタ ビットのタイプおよび機能はデバイス データシートを参照してください。 

4.8 インターフェース CRCレジスタ 
S26HL/HS-Tは、デバイスがインターフェース データ ブロックごとに CRCチェックサムと呼ばれる固定
長のバイナリ シーケンスを計算してから、それらをインターフェース 整合性のために BCRCレジスタに
保存するインターフェース CRC (ICRC) 機能をサポートします。S26KL/KS-Sは BCRCをサポートしませ
ん。Table 10に各デバイスにサポートされるレジスタをまとめます。 

Table 10 BCRCレジスタ セット比較 

レジスタ タイプ S26HL/HS-T S26KL/KS-S 同じか? 
インターフェース CRC レジスタ 有 – 該当なし 

各レジスタ ビットのタイプおよび機能はデバイス データシートを参照してください。 
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4.9 Endurance flexアーキテクチャ (ウェア レベリング) レジスタ 
S26HL/HS-Tは、ウェア レベリングによってデータ耐久性を向上させる Endurance flexアーキテクチャ機
能をサポートします。ウェア レベリングは、デバイスのウェア レベリング プールの一部であるすべて
のセクタ間にプログラム/消去サイクルを均等に分布させます。S26KL/KS-Sは Endurance flexアーキテク
チャをサポートしません。Table 11に各デバイスにサポートされるレジスタをまとめます。 

Table 11 Endurance flexレジスタ セット比較 

レジスタ タイプ S26HL/HS-T S26KL/KS-S 同じか? 
Endurance flex レジスタ 0 有 – 該当なし 
Endurance flex レジスタ 1 有 – 該当なし 
Endurance flex レジスタ 2 有 – 該当なし 
Endurance flex レジスタ 3 有 – 該当なし 
Endurance flex レジスタ 4 有 – 該当なし 

各レジスタ ビットのタイプおよび機能はデバイス データシートを参照してください。 
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5 ハードウェア比較 

5.1 ハードウェア リセット 
S26HL/HS-Tのハードウェア リセット ピン (RESET#) の動作は S26KL/KS-Sと異なります。S26HL/HS-Tで
は、RESET#が開始されたとき、ハードウェア リセットはパワーオンリセット (POR) と同じシーケンスを
持っています。S26KL/KS-Sでは、RESET#の動作は PORシーケンスのサブセットです。つまり、すべて
のブロックは初期化されません。 

5.2 DCパラメーター 
Table 12に S26HL/HS-Tと S26KL/KS-Sの DCパラメーターの比較を示します。ほとんどのパラメーター
の違いが移行時に性能の問題を発生させませんが、潜在的な影響のためにすべてのパラメーターの違い
を慎重に確認することを強く推奨します。 

Table 12 DCパラメーター比較 

  S26HL/HS-T S26KL/KS-S   
パラメーター 説明/テスト条件 Min Typ Max Min Typ Max 単位 
VIH 入力電圧 HIGH 閾値、GPIO、 

CMOS コンフィギュレーション 

VCCQ × 
0.65 

– VCCQ × 
1.15 

VCCQ × 
0.7 

– VCCQ + 
0.4 

V 

VIL 入力電圧 LOW閾値、GPIO、 
CMOS コンフィギュレーション 

VCCQ × 
–0.15 

– VCCQ × 
0.35 

-0.50 – VCCQ × 
0.3 

V 

VOH 出力 HIGH 電圧 
条件: -0.1 mA 

VCCQ – 
0.2 

– 

 

VCCQ - 
0.2 

– – V 

VOL 出力 LOW電圧 
条件: 0.1 mA 

– – 0.20 – – VCCQ * 
0.15 

V 

ILI 入力リーク電流 
条件: VCCQ=MAX、VIN=VIH または VSS、
CS#=VIH 

– – ±4 – – – µA 

ILO 出力リーク電流 
条件: VCCQ=MAX、VIN=VIH または VSS、
CS#=VIH 

– – ±4 – – – µA 

ICC1 VCC アクティブ読み出し電流 
(コア電流のみ。I/O スイッチング
電流なし) 
CS#=VIL、200 MHz、VCC=1.95 V 

– 156 173 – 130 180 mA 

ICC1 VCC アクティブ読み出し電流 
(コア電流のみ、I/O スイッチング
電流なし) 
CS#=VIL、200 MHz、VCC=3.6 V 

– 75 130 – 80 100 mA 

IIO1 I/O の VCCQ アクティブ読み出し電流 
CS#=VIL、200 MHz、VCCQ=1.95 V、
CLOAD=15 pF 

– – – – 80 100 mA 

IIO1 I/O の VCCQ アクティブ読み出し電流 
CS#=VIL、200 MHz、VCCQ=3.6 V、
CLOAD=15 pF 

– – – – 80 100 mA 

ICC2 アクティブ ページ プログラム電流 
条件: CS#=VIH、VCC=max 

– 50 58 – 60 100 mA 
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  S26HL/HS-T S26KL/KS-S   
パラメーター 説明/テスト条件 Min Typ Max Min Typ Max 単位 
ICC4 アクティブ セクタ消去 (256 KB) 

条件: CS#=VIH、VCC=max 

– 50 55 – 60 100 mA 

ISB1 スタンバイ電流 (-40°C～+85°C) 
条件: CS#=VIH、RESET#=VIH、全
I/O=VIH または VSS 

– 14 / 
11 

113 – 25 100 µA 

ISB2 スタンバイ電流 (-40°C～+105°C) 
条件: CS#=VIH、RESET#=VIH、全
I/O=VIH または VSS 

– 14  / 
11 

188 – 25 300 µA 

ISB3 スタンバイ電流 (-40°C～+125°C) 
条件: CS#=VIH、RESET#=VIH、全
I/O=VIH または VSS 

– 14 / 
11 

340 – 25 300 µA 

IDPD1 ディープ パワー ダウン電流 (-40°C
～+85°C) 
条件: CS#=VIH、CS#=VIH、
RESET#=VIH、全 I/O=VIHまたは VSS 

– 2.2 / 
1.3 

18 – 30 50 µA 

IDPD2 ディープ パワー ダウン電流 (-40°C
～+105°C) 
条件: CS#=VIH、CS#=VIH、
RESET#=VIH、全 I/O=VIHまたは VSS 

– 2.2 / 
1.3 

18 – 95 150 µA 

IDPD3 ディープ パワー ダウン電流 (-40°C
～+125°C) 
条件: CS#=VIH、CS#=VIH、
RESET#=VIH、全 I/O=VIHまたは VSS 

– 2.2 / 
1.3 

31 – 150 250 µA 

IRESET リセット電流 
条件: CS#=VIH、全 I/O=VIH または VSS 

– – 80 – 10 20 mA 

ICLKSTOP1 アクティブ クロック停止モード 
(VCC=1.95 V) 
条件: CS#=VIH、IO3/RESET#=VIH、全
I/O=VIHまたは VSS 

– – – – 6 12 mA 

ICLKSTOP2 アクティブ クロック停止モード 
(VCC=3.6 V) 
条件: CS#=VIH、IO3/RESET#=VIH、全
I/O=VIHまたは VSS 

– – – – 6 12 mA 

 

5.3 ピン静電容量値 
Table 13に S26HL/HS-Tと S26KL/KS-Sのピン静電容量値の比較を示します。ほとんどのパラメーターの
違いで移行時に性能問題が発生することはありませんが、潜在的な影響についてすべてのパラメーター
の違いを慎重に確認することを強く推奨します。 
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Table 13 ピン静電容量値比較 

  S26HL/HS-T S26KL/KS-S 
 

CAP パラメーター 説明 Min Typ Max Min Typ Max 単位 
CI 入力静電容量 (CK, CK#, CS#, PSC, PSC#) – 3 7.5 3.5 – 4.5 pF 
CID デルタ入力静電容量 (CK, CK#, CS#, PSC, 

PSC#) 
– – – – – 0.25 pF 

CO 出力静電容量 (RWDS) – 6.5 7.5 5 – 6 pF 
CIO I/O ピン静電容量 (DQx) – 6.5 7.5 5 – 6 pF 
CIOD I/O ピン静電容量デルタ (DQx) – – – – – 0.8 pF 
COP INT#, RSTO# ピン静電容量 – 6.5 7.5 5 – 6 pF 
CIP WP#, RESET# ピン静電容量 – 6.5 7.5 6.5 – 9 pF 
 

5.4 ACパラメーター 
Table 14に S26HL/HS-Tと S26KL/KS-Sの ACパラメーターの比較を示します。ほとんどのパラメーター
の違いで移行時に性能問題が発生することはありませんが、潜在的な影響についてすべてのパラメータ
ーの違いを慎重に確認することを強く推奨します。 

Table 14 ACパラメーター比較 

  S26HL/HS-T S26KL/KS-S   
AC パラメーター 説明/テスト条件 Min Typ Max Min Typ Max 単位 
fSCK SPI クロック周波数 0 – 166 / 

200 
- – 166 MHz 

PSCK SCK 周期 1/fSCK – – 6 – – ns 
tCSHI トランザクション間のチップ セレク

ト HIGH 時間 
7.5 – – 6 – – ns 

tCSS CS#アクティブ セットアップ時間 
(SCK に対して) 

4 – – 3 – – ns 

tDSV データ ストローブ有効時間 – – 5 - – 12 ns 
tIS   (tSU) 入力データ セットアップ時間 (SCK 

に対して) 
0.6 / 
0.5 

– – 0.6 – – ns 

tIH   (tHD) 入力データ ホールド時間 (SCK に対
して) 

0.6 / 
0.5 

– – 0.6 – – ns 

tACC 初期アクセス読み出し時間 – – 
 

- – 96 ns 
tDQLZ クロックから DQ Low Z までの時間 0 – 

 
0 – – ns 

tCKD  (tV) CK 遷移から DQ 有効までの時間 2 – 7.25 / 
5.45 

1 – 5.5 ns 

tCKDI CK 遷移から DQ 無効までの時間 
 

– 7.5 / 
6 

0 – 4.6 ns 

tCKDS CK 遷移から RWDS 有効までの時間 2 – 7.25 / 
5.45 

1 – 5.5 ns 

tDSS RWDS 遷移から DQ 有効までの時間 –0.4 – 0.4 -0.45 – 0.45 ns 
tDSH RWDS 遷移から DQ 無効までの時間 –0.4 – 0.4 -0.45 – 0.45 ns 
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  S26HL/HS-T S26KL/KS-S   
AC パラメーター 説明/テスト条件 Min Typ Max Min Typ Max 単位 
tCSH0 CK 立ち下りエッジ後のチップ セレ

クト ホールド時間 
4 – – 0 – – ns 

tDSZ チップ セレクト非アクティブから
RWDS High-Z までの時間 

– – 7.5 / 
6 

– – 6 ns 

tOZ  チップ セレクト非アクティブから
DQ High-Z までの時間 

– – 7.5 / 
6 

– – 6 ns 

 

5.5 組込みアルゴリズム性能 
Table 15に S26HL/HS-Tと S26KL/KS-Sの組込みアルゴリズム パラメーターの比較を示します。ほとんど
のパラメーターの違いで移行時に性能問題が発生することはありませんが、潜在的な影響についてすべ
てのパラメーターの違いを慎重に確認することを強く推奨します。 

Table 15 組込みアルゴリズム性能パラメーター比較 

  S26HL/HS-T S26KL/KS-S   
組込みパラメーター 説明/テスト条件 Min Typ Max Min Typ Max 単位 

tW 不揮発性レジスタ書き込み時間 – 44 357.5 – – – ms 
tPP1 ページ プログラム時間 (256 バイト) – 480 1700 – – – µs 
tPP2 ページ プログラム時間 (512 バイト) – 570 1700 – 475 2000 µs 
tSE1 セクタ消去時間 (4K バイト) – 42 335 – 240 725 ms 
tSE2 セクタ消去時間 (256K バイト) – 773 5869 – 930 2900 ms 
tBE1 バルク消去時間 (512M ビット) – 201 696 – 220 462 s 
tEES1 消去ステータス判定時間 (4 KB セク

タ) 
– 45 51 – 70 100 µs 

tEES2 消去ステータス判定時間 (256 KB セ
クタ) 

– 45 56 – 70 100 µs 

tDIS_SETUP  ECRC 計算セットアップ時間 – 17 – – 10 – µs 
tSEC セクタ消去カウント時間 – 55 63 – – – µs 
tESL 消去一時停止/再開 – – 

 
– – 50 µs 

tPSL 消去一時停止/再開 – – 
 

– – 50 µs 
tCSL データ整合性 CRC 一時停止/再開時

間 
– – 

 
– – 50 µs 

tPSWD 有効な 64 ビット パスワードがデバ
イスに与えられた後の PPB ロック 
ビットの設定時間 

80 100 120  80 100 120 µs 
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6 結論 
S26KL/KS-Sから S26HL/HS-Tへの移行は簡単で、システム ソフトウェアまたはハードウェアに最小限の
調整が必要です。また、調整が行われた後、必要な場合に HL/HS-T SEMPER™フラッシュではより高容量
のデバイスを使用でき、既存のシステムでより高い性能を提供します。 
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関連資料 
[1] S26KL/KS-S ファミリ 

− 001-99198: S26KL512S/S26KS512S/S26KL256S/S26KS256S/S26KL128S/S26KS128S, 512 Mbit (64 
Mbyte)/256 Mbit (32 Mbyte)/128 Mbit (16 Mbyte), 1.8V/3.0V HYPERFLASH™ family  

[2] S26HL/HS-T ファミリ 

− 002-12337: S26HS512T / S26HS01GT / S26HL512T / S26HL01GT, 512-MB (64-MB), 1-GB (128-MB), HS-T 
(1.8-V), HL-T (3.0-V) SEMPER™ flash with HYPERBUS™ interface 

 

  

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-512-MB_%2864_MB%29_256-MB_%2832_MB%29_128-MB_%2816_MB%29_1.8_V_3.0_V_HYPERFLASH_FAMILY-DataSheet-v14_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7d0d8da4017d0ed5ca77559f
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改訂履歴 
版数 発行日 変更内容 
** 2019-06-28 これは英語版 002-23680 Rev. **を翻訳した日本語版 002-27352 Rev. **です。 
*A 2023-01-06 これは英語版 002-23680 Rev. *Dを翻訳した日本語版 002-27352 Rev. *Aです。 
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重要事項 
本手引書に記載された本製品の使用に関する手 
引きとして提供されるものであり、いかなる場 
合も、本製品における特定の機能性能や品質に 
ついて保証するものではありません。本製品の 
使用の前に、当該手引書の受領者は実際の使用 
環境の下であらゆる本製品の機能及びその他本 
手引書に記された一切の技術的情報について確 
認する義務が有ります。インフィニオンテクノ 
ロジーズはここに当該手引書内で記される情報 
につき、第三者の知的所有権の不侵害の保証を 
含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保 
証および責任を否定いたします。 
 
本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受け 
た従業員のみを対象としています。本製品の対 
象用途への適合性、およびこれら用途に関連し 
て本文書に記載された製品情報の完全性につい 
ての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施 
してください。 

警告事項 
技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれ 
る可能性があります。当該種別の詳細について 
は、インフィニオンの最寄りの営業所までお問 
い合わせください。 
インフィニオンの正式代表者が署名した書面を 
通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在 
する場合を除き、インフィニオンの製品は、当 
該製品の障害またはその使用に関する一切の結 
果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切 
の用途に使用することはできないこと予めご了 
承ください。 
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